UKLADY POLARYZACJI TRANZYSTOROW
ANALIZA DC UKEADOW ELEKTRONICZNYCH

ZRODEA PRADOWE I NAPIECIOWE

1. Odp. 2. Odp.
E=20V
Ry Rc=1 kQ
B=
100

Dobierz wartos¢ Rg tak aby napigcie Ucg byto rowne
potowie napigcia zasilania E.

Oblicz napigcie na pojemnosci C

4. Odp.
©Egz=31V -E=-114V
R=TkQ R Re=3 kO
lUEC B=
[ Re=20k0) ”
I R=1kQ E= - -
- 0.5M Rg=10 kQ
Oblicz warto$¢ pradu w obciazeniu Ry. Oblicz prad kolektora l¢ i napiecie emiter-kolektor Ugc
5. Odp. 6. Odp.

Oblicz napigcie na pojemnosci C jesli (a) R =5,7kQ (b) R = 2kQ

7. Odp.

E =10V
RD=7kQ

; Ip=K (Ugs-Up)’
I K=1mA/V*
Up:2V

Oblicz punkt pracy tranzystora i okresl jego stan.




g

8. Odp.
EDD =30V
RD:7kQ
Up=-7V
5 e
1k

Oblicz Ups jesli wiadomo, ze Ip= Y2lpss.

EDD =30V
RD:4kQ
Up=-15V
IDSS: 3mA
RG:
M

Oblicz prad drenu Ip i napigcie Ups.

10. Odp.

EDD =30V
Rp

UP =-4V

RG= IDSS:4II1A

IM

RE=9,3k
EEE =10V

Oblicz napigcie Uce oraz maksymalng warto$¢ rezystancji Rp,
dla ktérej tranzystor unipolarny znajduje si¢ w stanie nasycenia.

11. Odp.
N
Rg
R =83 kO 10,7kQ2
18,7V b Rp=2k2 . e
5 Oblicz warto$¢ napigcia Ups
] I5=K(Ugs-Up)
U [ I K=0,2mA/V?,
3.9V E Up=3V
“Y T32k0 '

Dobierz warto$¢ rezystancji R, tak aby prad wyjsciowy lg zrodta pradowego
wynosit 10 pA. Przyjmij Ucc = 5V, Ri= 4,3kQ, n= 1, Uy =25mV oraz, ze
In10 = 2,3. Jak nazywa si¢ to zrodto pradowe.

I rer
2

I+———
BB+

sunku wynosi | =

Wykaz, ze wydajno$¢ zrodet pradowych na ry-




Uger

Dobierz wartosci rezystancji R; i R, tak aby uzyska¢ pelna kompensacje
temperaturowa napigcia wyjsciowego Urer. Przyjmij, ze wspolczynniki
temperaturowe napie¢ Uz 1 Uge wynosza odpowiednio 0Uz/0T =
+3mV/K oraz 0Ugg/0T = -2mV/K. Oblicz Uggr jesli U=6,4V.

19. Odp.

Uiz Uiz Uiz BV

Rs Ry Re

1.32kf 45kR 132k

Wyznacz napigcia i prady wszystkich tranzystoréw w uktadzie

20. Odp.
21. Odp.
22. Odp.
23. Odp.

Odpowiedzi

1. Rg = E/2-Uge _E/2-Uge (B+1)= RC(/}+1)(1—2Ui);93kQ. wroé(back)
lg E/(2R¢) E
E-Ug .
2. Uc =Rcle =R f————"— =232V . wrdé(back)
Rg +(B+DRg
_1,R+0,7-07 _

3l =1k

Re

4.1 = PWUtheven. ~Ues) _ B(-E/2-Ugg)

0,5mA . wrd¢ (back)

Rrneven. + (B+DRe  R/2+(B+1DRg

=0,4mA, Uce=6,2V. wréé(back)




5.(@ U =E-R¢lc =E- RC[I —%} =3V, (b) Uc = E =5V (tranzystor zatkany, Uge=-1V))

wréé(back)
7. Ip=1mA, Ups=Ugs= 3V, Ugp=0 < Up — zakres nasycenia. wrdé (back)
-U -Up(1-1/4/2
8. 1p = RGS = P(R /\/_) =2,05mA, Ups = 13,6V, Ugp =-15,65V < Up — tranzystor w stanie
S S
nasycenia. wroé(back)
9. lp =3mA, Ups = 18V. wrdé(back)
10. ID = IE = (_EEE_ UBE)/RE = lmA, UGS = —Up/2 = —2V, UCE = UBE - UGS = 2,7V,
UGD = IDRD - EDD < Up dla RD< RDmax: 24kQ. wréé(back[

11. UGS =E- Relc = 8V, ID = K(UGS - Up)2: SmA, UDS =E- RDlD: 8,7V,
Ucp = Ugs— Ups=—-0,7V < Up. wrdc (back)

16. Zrodto pradowe Widlara, R, = Yr e _Yrp Yee “Uee | 2,5In(100)kQ = 11,5kQ . wrdé
lo lo lo Rilo

(back)
18. R1 = [2 — (6UZ/6T)/(6UBE/6T)]R2 = 3,5R2, UREF: UBE"F Rz(UZ_ 3UBE)/(R2+ Rl) = 1,68V Wréé‘baCk!
19. wroé(back)

Ry Ry Rg
132kn| | £5k0 132kR

v
2,25mA 2 95mA

al

0.44mA -L




